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Verfahren zur strukturierten Metallisierung von polymeren 
und keramischen Tragermaterialien und aktivierbare 
Verbindung zur Verwendung in diesem Verfahren 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur strukturierten 
Metallisierung eines Tragers aus einem polymeren oder 
keramischen Material zur Herstellung von leitfahigen 
Strukturen fur mikroelektronische Anwendungen. Es umfasst 

10 das Aufbringen einer Schicht, aus einer optisch 
aktivierbaren Verbindung, auf das Tragermaterial, welches 
durch eine Schleuderbeschichtung (Spin-coating) , einen 
Rakelprozess, ein Bespruhen, eine Drucktechnik, Tauchen 
oder ein anderes geeignetes Verfahren erfolgen kann, die 

15 selektive Bestrahlung mit Laser oder einer anderen 
geeigneten Lichtquelle und die anschliefiende haftfeste 
Metallisierung im Bereich der herzustellenden leitfahigen 
Strukturen. In Abhangigkeit des verwendeten Tragermaterials 
kann eine Vorbehandlung zur Verbesserung der Haf tf estigkeit 

20 vorteilhaft sein. 

Die Erfindung betrifft auch die Zusammenset zung einer 
optisch aktivierbaren Verbindung. 

Es ist bekannt, dass dunne Palladium- Acetat-Filme durch 
25 Lasereinwirkung zur Ablagerung von Palladium und damit als 
Katalysatoren fur nachfolgende stromlose Beschichtung mit 
anderen Metallen, vor all em Kupfer, verwendet werden 
konnen. GemaB Artikel „VUV synchrotron radiation processing 
of thin palladium acetate spin-on films for metallic 
30 surface patterning" aus V.46 (1990), S. 153-157 Applied 
Surface . Science , kann dieser sogenannte 

Palladiumablagerungsprozess unter Nut zung verschiedener 
Lichtquellen durchgefuhrt werden. 
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Im Artikel „LA D - ein neuartiges lasergesttitztes 
Beschichtungsverf ahren fur Feinstleitermetallisierungen" 
Nr. 10, V81 (1990), S.3661 „Galvanotechnik« wurde gefunden, 
dass bei der oben beschriebenen Methode (Nutzung eines 
5 diinnen Filmes aus Palladiumacetatlosung und nachfolgende 
Belichtung mit Excimer laser bei X = 248 nm und nachfolgende 
selektive stromlose Metallisierung) se hr feine 

Leiterstrukturen erzeugt werden konnen. Jedoch konnen keine 

ausreichenden Haf tf estigkeiten erzielt werden (siehe hierzu 
10 auch 

N 

WO 99/05895), bzw. nur mit sehr hohen Keimdichten, die 
wiederum Wildwuchs in den unbelichteten Bereichen fSrdern. 
Letzterem muss mit aufwendigen Sptilprozessen, bei denen die 
unbelichteten Schichten entfernt werden, entgegen gewirkt 
15 werden. 



In der EP 0965656 Al ist eine Methode zur Herstellung einer 
Oberflachenaktivierung mit einer Palladiumverbindung, 
welche eine photolabile Gruppe als Liganden enthalt, auf 

20 einem Substrat beschrieben, ' welches aus einem 
Aluminiumoxid-Keramik-Wafer mit einer Oberf lachenrauigkeit 
von 0,8 urn besteht. Diese Verbindung ist photochemisch 
aktiv, so dass sie sich zum Metall zersetzt, wenn sie UV- 
Strahlung geeigneter Wellenlange ausgesetzt wird. 

25 - Als UV-Quelle wird eine Excimerlampe angegeben; 

Verbindung absorbiert im Bereich 210-260 nm und 2 90- 
330 nm 

- Nachteil: lange Bestrahlungszeiten (5 bis 20 min) und 
Erwarmung des Substrates (bis 80°C nach 10 min) 



30 



Die DE 4124686 Al offenbart einen Prozess auf einem 
Tragermaterial unter Nutzung von Laserstrahlungsenergie, in 
welchem Kupfer aus der Gasphase, welche einen organischen 
Cu-Metallkomplex enthalt, abgeschieden wird. Nachteil 
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dieser Methode ist, dass die strukturierte Abscheidung von 
Kupfer in einer Vakuumkammer unter Inertgas - Atmosphare 
durchgefuhrt werden muss. Die hohen Kosten fur Apparate und 
technischen Arbeitsauf wand sind ein Hindernis fur eine 
ausgedehnte Nutzung dieser Methode innerhalb iiblicher 
Produktionsablauf e . 
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In der US 6,319,564 Bl ist eine Methode zur. Herstellung 
leitfahiger Strukturen auf einem nichtleitf ahigen 
Tragermaterial beschrieben. Der Schwermetallkomplex wird 
auf die gesamte mikroporose Oberflache des Tragermaterials 
aufgebracht und bedeckt die Oberflache des Tragermaterials 
im Bereich der leitf ahigen Strukturen. Die leitf ahigen 
Strukturen sind gemali dieser Erfindung leichter 
herzustellen als herkommliche leitf ahige Strukturen. Aber 
die Anwendung dieser Methode ist auf mikroporOse 
Oberflachen sowie auf die Verwendung eines KrF-Excimerlaser 
(248 nm) begrenzt. 



Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur selektiven 
Metallisierung von polymeren und keramischen 

Tragermaterialien zu entwickeln, welches eine verbesserte 
Haftung der abgelagerten metallischen Strukturen 
gewahrleistet und das zugleich kostengtinstig ist und damit 
25 ausgedehnt genutzt werden kann. 

Es ist auch Aufgabe der Erfindung eine verbesserte 
Verbindung zur Anwendung in einem erf indungsgemafien 
Verfahren zu finden. 



Diese Aufgabe wird fur ein Verfahren zur strukturierten 
Metallisierung von polymeren und keramischen 

Tragermaterialien gemaii dem Hauptanspruch 1 und fur eine 
Verbindung zur Verwendung in diesem Verfahren gemaB 
Hauptanspruch 13 gel6st . 
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Vorteilhafte Ausfuhrungen sind in den Unteranspruch 
beschrieben . 



en 



5 Ein erfindungsgemafies Verfahren zur selektlven 

Metallisierung von nichtleitenden polymeren oder 
keramischen Tragermaterialien umfasst die 

Verfahrensschritte, Beschichtung mit einer optisch 
aktivierbaren Obergangsmetallkomplexverbindung, Anregung 
L0 dieser Verbindung mit Licht (z.B. Laser), urn die 
Aktivierung auf den zu metallisierenden Flachen zu 
erreichen, und nachfolgende stromlose Metallisierung. Die 
Beschichtung kann eine Schleuderbeschichtung (Spin- 
coating), ein Rakelprozefi, ein Bespriihen, eine 

5 Drucktechnik, Tauchen oder ein anderes geeignetes Verfahren 
sein . 



Die oberflachenaktivierende Verbindung hat die Aufgabe, 
eine Oberf lache • f tir die Aktivierung durch Strahlung und die 
0 anschlieJiende stromlose Metallisierung mit einem 
gewiinschten leitfahigen Material auf zubereiten . Die 
aktivierten Bereiche werden durch den stromlosen 
Metallisierungsprozess mit einer haftfesten Metallisierung 
versehen . 

5 Als nichtleitende Tragermaterialien kommen keramische 
Materialien w ie Aluminiumoxidkeramik, 

Siliziumnitridkeramik, Aluminiumnitridkeramik, 
Bariumtitanatkeramik und Blei-Zirkonat-Titanat-Keramik 
sowie Kunststoffe wie Polyester (PET, PBT) , Polyimid, 

0 Polyamid, PMMA, ABS, Polycarbonat, f ltissigkristalline 
Polyester (LCP) , Polyphenylensulf id sowie Mischungen dieser 
Kunststoffe mit anderen Kunststoffen in Frage. 
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Das erfindungsgemaJbe Verfahren ermSglicht die Herstellung 
festhaftender feiner leitfahiger Strukturen gleichmafliger 
Schichtdicke mit einer minimalen Breite bis zu 20 fim und 
guter Leitf ahigkeit bei geringen Belichtungszeiten und ist 
5 einfach und bequem in der Anwendung. 

Die oberflachenaktivierende Verbindung besteht aus einem 
nichtleitenden Obergangsmetallkomplex auf der Basis von 
Palladium, Platin, Gold, Kupfer oder Silber als 

10 Aktivierungsverbindung (eigentlich wirksame Substanz an der 
die chemische Metallisierung stattfindet) und einem 
Dicarbonsaureabkommling (d.h. eine Verbindung aus der 
Gruppe der ungesattigten Karbonsaurederivate) , z . B . 
Methacrylsaureanhydrid, bevorzugt Maleinsaureanhydrid, als 

15 Vernetzer sowie Melaminharzen als Komplexbildner . 

Palladiumdiacetat in LSsung bildet mit einem organischen 
Komplexbildner einen Palladiumkomplex . Darauf weist eine 
Verschiebung der Absorptionsbande im UV/Vis-Spektrum hin, 

20 als Resultat eines Ladungstransf ers vom Liganden zum 
Metall. Es ist bekannt, dass stabile polyf unktionelle 
Chelatbildner mit mehreren Ligantoratomen wie N, O, S, P 
als organische Komplexbildner verwendet werden. In der 
vorliegenden Erfindung ist ein Melaminharz aus verathertem 

25 Melamin/Formaldehydharz der organische Komplexbildner. Der 
Vernetzer hat die Aufgabe im Prozess der Strukturierung 
unter Einfluss von Licht (Laser) die Reaktivkomponenten 
untereinander und/oder mit dem Substratmaterial zu 
vernetzen, urn die Haftung auf dem Trager sicherzustellen . 
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Die oberflachenaktivierende Verbindung ist photochemisch 
aktiv derart, dass sie sich in Gegenwart von Licht 
geeigneter Wellenlange und Intensitat bei Raumtemperatur 
zum Metall zersetzt, welches die stromlose Metallisierung 
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mitiiert. Sie zersetzt sich aber nicht bei normalem 
Umgebungslicht . 



Durch die Laserbestrahlung werden die Metall-Ligand- 
5 Bindungen geschwacht, was die nachfolgende Spaltung oder 
Zersetzung der Verbindung zum Metall im Bereich der zu 
erzeugenden leitfahigen Strukturen ermoglicht. Es wird 
weiterhin angenommen, dass die bestrahlten Flachen der 
oberflachenaktivierenden Schicht durch die Zugabe von 
10 Maleinsaureanhydrid ein Netzwerk bilden in Form einer 
Polymerbeschichtung, in die Palladiumkerne eingebaut sind. 
Es ist moglich, die Spaltung ohne Erwarmung des Komplexes 
durchzufuhren. So wird das Aufschmelzen des Tragermaterials 
im Arbeitsbereich vermieden 
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Bei einer besonders bevorzugten Methode weifit die 
oberflachenaktivierende Verbindung eine Komplexverbindung 
mit Palladium als Metall auf. Die Bestrahlung erfolgt mit 
einem Nd : YAG-Laser bei einer Wellenlange von 355 nm und das 
nachfolgend stromlos abgeschiedene Metall ist Kupfer. Die 
Oberflachenaktivierung kann bei atmospharischem Luftdruck 
durchgeftihrt werden. 



In einer anderen Ausgestaltungsvariante kann die 
25 Aktivierung mit Excimerlaser bei einer Wellenlange von 
2 48 nm erfolgen. 

Vergleichbare . Ergebnisse werden auch mit einem 
Argonionenlaser bei einer Wellenlange von 488 nm erzielt. 



Die selektive Bestrahlung zur Abspaltung des 
Obergangsmetallkerns vom Metallkomplex nur in den zu 
metallisierenden Bereichen kann sowohl mittels flachig 
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aufgebrachter Laserstrahlung und Maskentechnik als auch 
mittels fokussiertem Laserstrahl erfolgen. 

Mit dem erf indungsgemafien Verfahren konnen auf 
5 gebr^uchlichen Kunststof f oberf lachen, wie 

Spritzgussartikeln oder Folien, haftfeste Metallisierungen 
erzeugt werden. 



Bei Verwendung von Tragermaterialien mit nicht 
10 ausreichender Haftung kann eine Vorbehandlung in bekannter 
Weise, z.B. Atzen mit Chromschwef elsaure etc., fur das 
Erreichen der gewunschten Haf tf estigkeit von Vorteil sein. 

Die Laserbestrahlung mit kurzen Wellenlangen, z.B. mit 
15 Excimerlaser, ermoglicht sehr feine, scharfe Strukturen. In 
diesem Fall findet die Metallisierung ohne wildes Wachstum 
unter Ausbildung sehr scharfer Konturen der Leiterbahnen 
statt. Es ist besonders geeignet zur Herstell.ung von zwei- 
oder dreidimensionalen Leiterplattenstrukturen . 

20 

Die Erfindung soil nachfolgend anhand von 

Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert werden. 

In einem ersten Ausf uhrungsbeispiel soil eine Polyimidf olie 
25 Kapton® 500H als Tragermaterial verwendet werden. Zur 
Vorbehandlung wird eine geeignete Menge der Polyimidf olie 
Kapton® 500H, in 10%-ige Salzsaure gegeben und 10-15 min 
bei hoheren Temperaturen gehalten (ggf . gekocht) . Nach dem 
Waschen mit destilliertem Wasser und Trocknen an Luft sind 
30 die Trager fttr den nachsten Schritt vorbereitet. Die 
Zwischenlagerung der Tr&ger bis zum nachsten Arbeitsgang 
ist bis zu 1 Monat moglich. 
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Eine Polyesterfolie mit rauer Oberflache (mittlere 
Rauhigkeit 0,7 jim) oder andere Tragermaterialien mit 
por6ser Oberflache benotigen diese Vorbehandlung nicht. 

5 Zur Herstellung der oberf lachenaktivierenden Verbindung 
werden 0,8 - 2,0 Gewichtsanteile vorzugsweise 1,0 - 1,3 
Gewichtsanteile Palladiumdiacetat in 80 Gewichtsanteilen 
Tetrahydrofuran geldst und 0,5 - 1,5 Gewichtsanteile 
vorzugsweise 1,0 - 1,2 Gewichtsanteile des organischen 

10 Komplexbildners Melaminharz aus veratherten 

Melamin/Formaldehydharzen werden einf ach in 2 0 
Gewichtsanteile Tetrahydrofuran gelost. Beide LSsungen 
werden dann gemischt und 0,2 - 0,5 Gewichtsanteile 
Maleinsaureanhydrid werden zugeben. Die Mischung ist zur 

15 Weiterverarbeitung bereit . 

Die entstandene oberf lachenaktivierende Verbindung wird 
auf einen Trager mit einer Drehzahl von 1500 min -1 
aufgeschleudert, um eine Schicht von 80 - 100 nm Dicke 
20 herzustellen. 



Die beschichteten Trager werden durch eine Maske mit einem 
KrF-Excimerlaser bei einer Wellenlange von 24 8 nm 
bestrahlt. Die in dieser Weise aktivierte Oberflache kann 
25 direkt zur stromlosen Kupf ermetallisierung verwendet 
werden. Es kann jedoch von Vorteil sein, die Oberflache 
durch Waschen von Riickstanden nicht bestrahlter Folie 
mittels Losungsmittel z.B. Tetrahydrofuran, zu reinigen. 

30 Als nachstes werden die beschichteten und selektiv 
bestrahlten Trager fur 2-10 min in eine MACDermid XD- 
6157-T Kupferldsung gegeben . Danach werden die Trager unter 
fliefiendem deionisiertem Wasser gespult, um die 
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verbleibenden Kupf erbadreste zu entfernen und anschlieiiend 
bei 8 0°C in inerter Atmosphare ca. eine Stunde getrocknet. 

Mit dem konkret beschriebenen Verf ahrensablauf wurde eine 
5 600 nm dicke Kupf erschicht in den selektiv bestrahlten 
Bereichen ausgebildet. 

Der Tape-Test (entsprechend US-Norm: ASTM B 905, Ausgabe:2000 
Standard Test Methods for Assessing the Adhesion of Metallic and Inorganic Coatings by the 
Mechanized Tape Test) verlief fur die aufgebrachte Kupf erstruktur 
10 erfolgreich, d.h. es wurde eine gute Haftung der 
Metallstruktur auf dem Substrat nachgewiesen . 

In einem zweiten Ausf tihrungsbeispiel werden zur Herstellung 
der oberflachenaktivierenden Verbindung 0,8 - 2 0 

15 Gewichtsanteile vorzugsweise 0,8 - 1,0 Gewichtsanteile 
Palladiumdiacetat in 50 Gewichtsanteilen Tetrahydrof uran 
gelost. Des weiteren werden 0,5 - 15 Gewichtsanteile 
vorzugsweise 8-10 Gewichtsanteile des organischen 
Komplexbildners Melaminharz aus verathertem 

20 Melamin/Formaldehydharzen in 50 Gewichtsanteilen 

Tetrahydrof uran gelost. Beide Losungen werden dann gemischt 
und es werden 0,2 - 0,5 Gewichtsanteile Maleinsaureanhydrid 
zugeben. Die Mischung ist zur Weiterverarbeitung bereit. 

25 Die entstandene oberf lachenaktivierende Verbindung wird auf 
den Trager, hier aus Aluminiumoxid, mit einer Drehzahl von 
350 min" 1 auf geschleudert und anschlieJiend 15 min bei 60 °C 
getrocknet . 



30 Die beschichteten Trager werden mittels 

frequenzverdoppelten Nd : YAG-Laser bei einer Wellenlange von 
532 nm fokussiert bestrahlt und dabei direkt strukturiert . 
Die Laserleistung betragt hierbei 5 W und es wird mit einer 
Schreibgeschwindigkeit von 20 - 50 mm/s gearbeitet . 
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Die in dieser Weise aktivierte Oberflache kann direkt zur 
stromlosen Kupf erraetallisierung verwendet werden. Es kann 
jedoch auch notig sein, die Oberflache durch Entfernen von 
Ruckstanden von nicht bestrahlten Bereichen in einem 
Losungsmittel (Tetrahydrofuran) fur 1 min zur Reinigung 
geschwenkt . 



Als nachstes werden die beschichteten und selektiv 
10 bestrahlten Trager fur 10 - 20 min in eine MACDermid XD- 
6157-T Kupferlosung gegeben und bei 70°C stromlos 
metallisiert . Danach werden die Trager unter flieliendem 
deionisiertem Wasser gespult, urn die verbleibenden 
Kupferbadreste zu entfernen und anschlieBend bei 80 °C in 
15 inerter Atmosphare 45 min getrocknet. 

Bei der Durchfilhrung des Verfahrens gemafi dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel wurde eine 400 nm dicke Kupf erschicht 
in den selektiv bestrahlten Bereichen ausgebildet. 

20 

In einem dritten Ausfuhrungsbeispiel werden zur Herstellung 
der oberflachenaktivierenden Verbindung 0,8 - 2,0 
Gewichtsanteile Palladiumdiacetat, vorzugsweise 1,0 - 1,3 
Gewichtsanteile, in 50 Gewichtsanteilen eines 

25 Losungsmittelgemisches aus PGMEA 

(Propylenglycolmonomethyletheracetat) und NMP (N-Methyl-2- 
pyrrolidon) , im Verhaltnis 3:1 gelost. Des weiteren werden 
5-15 Gewichtsanteile des organischen Komplexbildners 
Melaminharz aus veratherten Melamin/Formaldehydharzen, 
vorzugsweise 8-10 Gewichtsanteile, in 50 Gewichtsteilen 
des Losungsmittelgemisches gelost. Beide Losungen werden 
dann gemischt und es werden 0,2 - 0,5 Gewichtsanteile 
Methacrylsaureanhydrid zugeben. Die Mischung ist zur 
Weiterverarbeitung bereit . 
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Die entstandene oberf lachenaktivierende Verbindung wird auf 
den Trager, hier aus Polybutylentherephthalat , mit einer 
Drehzahl von 350 min" 1 auf geschleudert und anschlieftend 15 
min bei 60 °C getrocknet. 

Die beschichteten Trager werden mittels eines 
Argonionenlasers bei einer Wellenlange von 488 nm 
bestrahlt. Die in dieser Weise aktivierte Oberf lache kann 
direkt zur stromlosen Kupf ermetallisierung verwendet 
werden. Es kann jedoch auch nStig sein, die Oberf lache 
durch Entfernen von Riickstanden nicht bestrahlter Bereiche 
mittels Losungsmittel (Tetrahydrof uran) fur 1 
reinigen. 



min zu 



15 Als nachstes werden die beschichteten und selektiv 
bestrahlten Trager far 10 - 20 min in eine MACDermid XD- 
6157-T Kupferlosung gegeben • und bei 70°C stromlos 
metallisiert. Danach werden die Trager unter flieUendem 
deionisiertem Wasser gesptilt, um die verbleibenden 

20 Kupferbadreste zu entfernen und anschliefiend bei 80 °C in 
inerter Atmosphare 45 min getrocknet. 

Der Tape-Test verlief fur die aufgebrachte Kupf erstruktur 
erfolgreich, d.h. es wurde eine gute Haftung der 
Metallstruktur auf dem Substrat nachgewiesen. 
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.0 



2. 



0 



4. 



Verfahren zur strukturierten Metallisierung 
polymeren und keramischen Tragermaterialien bei dem 

- eine oberf lachenaktivierbare Verbindung, welche einen 
nichtleitenden organischen Obergangsmetallkomplex als 
oberflachenaktivierende Verbindung, e ine 
Dicarbonsaure als Vernetzer und Melaminharz als 
Komplexbildner enthalt, auf das Tragermaterial 
mittels geeigneter Beschichtung aufgebracht wird, 

- die oberflachenaktivierbare Verbindung selektiv mit 
Licht bestrahlt wird, und 

anschlieftend eine stromlose Metallisierung der 
bestrahlten Bereiche zur Ausbildung metallischer 
Strukturen in einem chemisch-reduktiven Bad 
durchgeftihrt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass zur Aufrauung der Oberflache des Tragers aus einem 
polymeren Material diese chemisch, physikalisch oder 
thermisch vorbehandelt wird. 

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vorbehandlung des Tragers durch Atzen der 

Trageroberflache erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Atzlosung in Wasser verdunnte Salzsaurelosung 
ist. 



5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, 

dass der Atzprozess durch Erhitzen der Atzlosung 
stattfindet. 
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6- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
5 dass der Obergangsmetallkomplex Palladium enthalt . 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die nichtleitende oberf lachenaktivierbare 
Verbindung in einem Losungsmittel gelSst ist und auf 
dem Trager in Form einer Fliissigkeit appliziert wird. 



10 



8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Losungsmittel Tetrahydrof uran ist. 

15 9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Licht eine Laserbestrahlung mit einer 
Wellenlange kleiner 600 nm ist. 



20 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Laserstrahlung mit einem f requenzverdoppelnden 
Oder verdreifachenden Nd : YAG-Laser (X= 532 nm bzw. 
355 nm) erzeugt wird. 



11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 

25 dass die Laserstrahlung mit einem Argonionenlaser 

(X = 488 nm) erzeugt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Entfernung der nichtbestrahlten 

30 oberf lachenaktivierenden Verbindung nach der 

Bestrahlung in Tetrahydrof uran vorgenommen wird. 



13. 



Oberflachenaktivierende Verbindung zur Aktivierung der 
Oberflache eines polymeren oder keramischen 
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Trageres zur stromlosen Metallisierung mit einem 
nichtleitenden organischen Obergangsmetallkomplex 
als Aktivierungsverbindung, eine Dicarbonsaure als 
Vernetzer und Melaminharz als Komplexbildner . 

5 

14. Oberflachenaktivierende Verbindung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Aktivierungsverbindung ein Obergangsmetallkomplex 
auf der Basis von Palladium ist und die Dicarbonsaure als 
10 Vernetzer Maleins&ureanhydrid ist. 

15. Oberflachenaktivierende Verbindung nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verbindung bezogen auf eine Losungsmittelanteil 
15 von 100 Gewichtsanteile 0,8-2,0 Gewichtsanteile 
Palladiumdiacetat, 5-15 Gewichtsanteile Melaminharz und 
0,2-0,5 Gewichtsanteile Maleinsaureanhydrid enthalt. 
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